
ä Lichtemnitterdioden VQA 19‚ 29‚39. 49 

eiectronic in Entwicklung 
Die Lichtemitterdioden VQA 19 sind rotstrahlende GaAsP/GaP-Dioden 

VQA 29 grünstrahlende GaP-Dioden, VQA 39 gelbstrahlende GaASP/GaP. 

Dioden und VQA 49 orangestrahlende GaAsP/GaP-Dioden in diffuser 

eingefärbter Allplastverkappung mit einer dreieckigen Anzeige- 
£läche ohne Linse. 

Die Dioden sind vorwiegend für den Einsatz als Anzeige- und 

Symbolelement in Geräten und Anlagen vorgesehen, 

Unter der Annahme einer konstanten Ausfallrate beträgt die 

Lebensdausrerwartung bei mittleren Betriebsbedingungen hypothe- 

tisch mindestens 10° Stunden, 

Kenngrößen bei. «97_ = 25 °% min, typ. max, 

Lichtatärke1)2) 4 
bei Ip = 20 mA& VQA 19,29,39,49 1, 04 - = med 

VQa 19,29,39,49 AT O04 — = — mod 
VQA 19,29,39,49 B I, 06 - = mod 
VQA 19,29,39,49 0 1, 0,9 - - — mecd 
YQA 19,29,39,49 DI. 19,35 - - — med 
VQA 19,29,39,49 E 1, 2,0 - —  mod 

Durchlaßgleichspannung 
bei Ip = 20 mA Ur S 21 2,8 Y 

Sperrgleichstrom 
bdei UR = 5 V I'R - - 100 /uA 

Öffnungswinke1“) 
E 9 400 ä - ° bei In = 20 mA 

T Grfnungewinkel bei der I.-Messung 15° + 3° 
2);nnerhalb einer Verpackungseinheit (% 1000 Stück) beträgt die 
1,-Gruppenbreite der Lichtstärkegruppen A bis D, bezogen auf 

17 nın #2 
3)Di.e Kennzeichnung der Lichtstärkegruppe befindet sich nur auf 

der Verpackung 

#)geitlicher Lichtaustritt abgeschirnt 
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REl „VOA 19,29,39,49 ' El 

Wellenlänge des Maximums 
der spektralen Emission 

rote Diode Aa 625 645 nm 

grüne Diode Ämax 555 570 nm 

gelbe Diode Na 580 600 nm 

orange Dicde Äger 600 620 nm 

Spektrale Strahlungs- 
bandbreite AAO 5 - 40 nm 

’ 

P 
Reduktionskoeffizient des 
Durchlaßgleichstromes, 
bei 4y = 55 bis 85 ° Krg - 0,67 mA/K 

Reduktionskoeffizient des 
relativen Spitzendurchlaß- 
stromes ö 
bei 11 = 55 bis 85 ”C —TK rra - 2,22 %K 

Temperaturkoeffizient der 
relativen Lichi;eta::ke 
bei 19ä = 25 bis 85 °C —Kr - 1,0 A/K 

Grenzwerte, 

Durchlaßgleichstrom 
bei 7 = -25 bis 55 ° Ip “ ‚30 mA 

Spitzend u:r.‘chlaßatrom5 ) 
periodischer 
bdei ""a. = =25 bis 55 ° Ippu - 100 mA 

Sperrgleichspannung 
bei «.9-a = —25 bis 85 ° U - 5 Y 

Betriebstemperaturbereich "9Ä F =25 85 % 

Lagerungstemperaturbereich ö 
für Lagerung bis zu 30 Tagen ” -50 50 o 

stg 

5)tp s 100/u.s‚ Ta 1ı 10; abweichende Tastverhältnisse nach 

Vereinbarung zwischen Hersteller und Anwender 
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eieetronic VOA 19,29,39,49 
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electronic - . VQA 19,29,39,49 
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VQA 19,29,39,49 eiectronic 
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VQA 19,29,39,49 electronic 
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Impulsbelastungsdiagramm 
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eiectronic VQA 19,29,39,49 
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VOA 19,29,39,49 electronic 
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electronic VOA 19,29,39,49 

Informationshinweise_zur L:Lchtatärkeken.nzeicbnügg 

Die Kennzeichnung der Lichtstärkegruppe befindet sich nur auf 

der Verpackung. 

S01l die Information zur Lichtstärkegruppe auch nach der Mon- 

tage der Dioden z.B. auf Leiterplatten erhalten bleiben, wird 

zur Kennzeichnung — sofern nicht direkt die Buchstaben verwendet 

werden können — die nachstehende Farbcodierung auf den Leiter- 

platten empfohlen, 

"Farbcodierung 

Lichtstärke- | Grund- ı 
gruppe typ A B (} D E 

Farbpunkte - rot | schwarz |grün | gelb | blau 
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